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【手続補正書】
【提出日】平成23年12月16日(2011.12.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
外部コンタクトを有する第１の半導体素子を設ける工程と、
　銅スタッドを前記外部コンタクトの上に、前記スタッドが前記第１の半導体素子の表面
上を延在するように形成する工程と、
　５重量パーセント未満の銅を有する錫マイクロパッドを得るために、前記銅スタッドを
錫溶液に浸漬し、前記溶液内において、前記スタッドの銅の少なくとも９５パーセントを
前記錫で置換する工程とを備える、方法。
【請求項２】
外部コンタクトを有する第１の半導体素子を設ける工程と、
　銅スタッドを前記外部コンタクトの上に、前記スタッドが前記第１の半導体素子の表面
上を延在するように形成する工程と、
　５重量パーセント未満の銅を有する錫マイクロパッドを得るために、前記銅スタッドを
錫溶液に浸漬し、前記溶液内において、前記スタッドの銅の少なくとも９５パーセントを
前記錫で置換する工程と、
　パッシベーション層を前記第１の半導体素子の上部表面に、開口部を前記外部コンタク
トの上に有するように形成する工程とを備える、方法。
【請求項３】
外部コンタクトを有する第１の半導体素子を設ける工程と、
　銅スタッドを前記外部コンタクトの上に、前記スタッドが前記第１の半導体素子の表面
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上を延在するように形成する工程と、
　５重量パーセント未満の銅を有する錫マイクロパッドを得るために、前記銅スタッドを
錫溶液に浸漬し、前記溶液内において、前記スタッドの銅の少なくとも９５パーセントを
前記錫で置換する工程と、
　スタッドを形成する前記工程の前に、バリア層を前記外部コンタクトの上に形成する工
程とを備える、方法。
【請求項４】
外部コンタクトから第１の半導体素子の表面上を延在する銅スタッドを有する第１の半導
体素子を提供する工程と、
　前記銅スタッドを、５重量パーセント未満の銅を含む錫マイクロパッドに、前記銅スタ
ッドを、６０℃～８５℃の温度範囲に収まる錫塩溶液浴に浸漬することにより変化させる
工程とを備える方法。
【請求項５】
表面、及び部分的に露出するコンタクトを有するとともに前記コンタクトのうちの露出す
る部分に前記表面よりも低くなるようにリセスが形成されている第１の半導体素子を設け
る工程と、
　外部コンタクトから前記半導体素子の表面上を延在する銅スタッドを形成する工程と、
　前記銅スタッドを、少なくとも９９重量パーセントの錫を含む錫マイクロパッドに、前
記銅スタッドを、６０℃～８５℃の範囲に収まる温度の錫含有溶液浴に浸漬することによ
り変化させる工程とを備える、方法。
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